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BD 115

*SILIZIUM - NPN - PLANAR - LEISTUNGSTRANSISTOR

filr NF-Endstufen in A<Betrieb, flr Video-Endstufen
in E-nh'l'lrl..r“'lil-r!rnl!h!-plluliru sowie fllr Treiber-
stufen fllr die Horizontal-Ablenkung bei hoher

Spe isespannung

Mechanische Daten:
Gehfuse: Metall, JEDEC TO0-39,
5 C 3 nach DIN 41 BT

Der Kollektor ist mit dem
MetallgehBuse verbunden.

Mafar raben in mm.

Kurgdaten:
Eollektor-Sperrspannung Ucp o = max. 245 V
Kollektor-Emitter-Sperrapannung u‘ﬂl g = SAX. 180 VW
Eollektorstrom I = max. 160 mi
Gesamtverlustleistung bei b = 100°¢C Pigp ™ max. a6 W
Sperrschichtiemperatur X = max., 200 °C
Gleichatromverstirkung

bei Ugg = 100 V, Ig = 50 mA B . 60
Transit-Frequenz

bei Ugg = 100 ¥V, Ip = 30 mA fy = 145  MHz
Ausgangaleistung als A-Verstfirker
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Absolute Gremzwerte: (gliltig bis 85 ... )

Kol lektor-Sperrspannung bei Ig = 0: Upg g = max. 245 W
Kollektor-Emitter-Sperrapannung bei Hz 31 ki: Upp g = max. 245 ¥
bei I- = 0 uﬂﬂ g = max. 180 ¥V

Emitter-Sperrspannung bei Ip = 0: “ll 0 = mAX. 5 VY
Kollektorstrom: I = max. 1650 mA
Gesamiverlustleistung: Piot = max 6 W
Sperrschichttemperatur: LY = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: I' = min. -85 9C
g = max. 200 °C

Wrmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry ¢ i 200 grd/W
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehNuseboden: lu‘ G i 12,5 grd/W
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Eennwerie: (bei by = 25°C, sofern nicht anders angegeben)
Kollektor-Restatrom

bei Ugg = 200 V, Ig = 0, &; = 200°C: Ieg o - 550 uk
Emitter-Reststrom

bei Ugg = 5V, Ig = 0: Igp o : 100 WA
Kollektor-Emitter-Hestspannung

bei Ig = 100 mA, Iy = 10 mA: UCE sat - 6,5 (4 9) v
HF - Kollektor-Emitter-Bestspannung I]

bei Ig = 60 mA, 8y = 150°C: UCE st HF ™ 20 v
Basisspannung 2}

bei Uggp = 100 V, Ip = 50 mA: Ugp B 1 v
Gleichstromveratirkung

bei Ugg = 100 V, Ig = 50 mA: B = 60 (& 22)
Verhfltnis der Gleichstromverstirkang B

bei HEE = 156 V¥, Ic = 100 mA 15/100 - 1,1

und “EE = 185 V, Iﬂ = 10 mA: llﬂﬁflﬂ

Transit-Frequenz
bei 'IJ,:E = 100 V¥, [E = 30 mA: ’r - 145 MHz

Rilckwirkungskapazitlit
bei uct = 20V, Ip = 10 mA, f = 1 MHz: =Cyae - 356 pF

Rilckwirkungs-Zeitkonstante
bei Ugg = 10 V, —Ig = 10 mA, = 10 MHz: ryps Cyup = 30 (5 100) ps

1) Die Hoehfrequenz=Kol lektor-Emitter-Restspannung Upp ,.¢ gp it diejenige
Eollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer praktischen Schal tung
die Kleinsignalverstirkung auf 80 % des Wertes bei Upp = 50 V abgesunken
ist. Eine weitere Erniedrigung von Upp ergibt ein starkes Ansteigen der
Verzerrungen.

2) aUgp/asy = -2 wV/grd
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BD 115 mit Befestigungssatz 56 218 nicht isoliert auf Kd@hlblech 30 cm®,

1,5 mm Aluminjum geschwlirzt, 38y & so°c:
- 50UF
470 470
o100V
TAA320
¢ |]
1M 3800
O—ab - O
—
Spelisespannun i} = 100 V
pelisesp £ bat 10 T
Kol lektorstrom I = 50 mA
Treiberstrom Iy, = 9;5 mA "'lu ‘
Lastwiderstiand IL = 1,8 kil (%)
Ausgangstranslermater- f
Primlirinduktivitlit l‘pr 2;T H
Ausgnngatransformater- ’_
Gleichatromwiderstand lpl' 140 @
Ausgangslei l'l.-'ll'l.l‘l 5
lF‘rilIru-H‘.!} l
bei ko, = 10§ g P 2,6 W
Eingangsspannung -
fir Py = 50 nW M — 13,5 mV
W o
filr Py = 2 W \ = & IJ1 — HE mV
Klirrfaktor -
e
bei Py = 2 W ) H‘"‘ 1,6 % i |
Stirabstand il - 0
bei Py = 2 W =% 8N 73 dB 0 2 B (W) 3
Frequenzbereich - 2
(-2 4B) ) f = 6b...>20000 He
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RGB =En ufe f Git #Leusrun er F

+15V

BF 194

1kQ
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Spannun‘-vfrqtlrkun‘ ?u - (1]
Ausgangsspannung (Video-Signal) UE = 120 V¥
Ausgangsspannung, Spitze=Spitze UE —_— 150 WV
Bandbreite (-3 dB) B b3 4 MHz
hherschwingen AU g 5 %
Anstiegszeit ty -1 B0 ns

Bei Gitterstewmerung der Farbbildriihre mul vom Video=VerstNrker ein Signal mit
negativ gerichteten Synchronimpulsen geliefert werden. Diese Impulse milasen
begrenzt werden, damii der Ausgangstransister aicht bis in den Bereich der
Eniespannung asusgesteuert wird.

Damit einwandfreier Betrieb bis bp = 55°C gewlhrieistet wird, darf der WNrme-
widerstand R, p des BD 115 nicht griider als 45 grd/W sein; das verwendete
Ethiblech darf dabei die AusgangskapazitBt des BD 115 um nicht mehr als 4 pF
erhfhen, damit die angegebene Bandbreite und Anstiegazeit ereicht werden.
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